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ИЗМЕНЕНИЕ ∆n С ДАВЛЕНИЕМ SiF4ИЗМЕНЕНИЕ ∆n С ДАВЛЕНИЕМ SiF4
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легирование кварцевого стекла 
ф MCVD AVDфтором в MCVD и AVD процессах
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРИСТОГО 
ОБРАЗЦА OVD МЕТОДОМОБРАЗЦА OVD МЕТОДОМ



ГЕОМЕТРИЯ ПОРИСТОГО ОБРАЗЦАГЕОМЕТРИЯ ПОРИСТОГО ОБРАЗЦА
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Усадка пористых образцов SiO2р р 2
после 30 минутной выдержки при 

1100оС раз дав е SiF1100оС и разных давлениях SiF4
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CПЕКАНИЕ ОБРАЗЦОВ В АТМОСФЕРЕ 
SiFSiF4
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Легирование кварцевого стекла фторомЛегирование кварцевого стекла фтором

2 З2.  Зона 
фторирования
и спекания

SiCl + CF Cl + O
3.  Зона 
осаждения 
частиц SiO2

1. Зона           
реакции

SiCl4 +  CF2Cl2 + O2

Cтекло SiO2 - F 

Горелка
Стенка кварцевой 
трубки

Время фторирования в зоне 1 ≈ 3 х 10-3 мин.; Т ≈ 1100оС

Время фторирования в зоне 2 ≈ 5 х 10-2 мин.; Т ≈ 1400оС



ДИФФУЗИЯ ФТОРА В ЧАСТИЦЫ SiOДИФФУЗИЯ ФТОРА В ЧАСТИЦЫ SiO2

Диаметр частиц:               200 нм, - - - 20 нм   
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Температурные профили нагрева 
кварцевой трубки узкозонной (1) икварцевой трубки узкозонной (1) и 
широкозонной (2)   горелкамир ( ) р
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Влияние скорости перемещения горелки на
∆ n при постоянной толщине осаждаемого 

слоя для узкой (1) и широкой (2) зоны нагреваслоя для узкой (1) и широкой (2) зоны нагрева
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Для  транспортировки  SiCl4 использовался  газ SiF4.



Зависимость давления SiOF2 от температуры
при давлении SiF = 1 атм для реакции:при давлении SiF4 = 1 атм для реакции:

SiO2 + SiF4 = 2SiOF2
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ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ ОБРАЗЦОВ В 
АТМОСФЕРЕ SiFАТМОСФЕРЕ SiF4
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выводывыводы
• В газофазных процессах полученияВ газофазных процессах получения

фторсиликатного стекла его состав
определяется не только давлениемопределяется не только давлением
фторсодержащих реагентов, но и
температурно-временными режимамитемпературно-временными режимами
фторирования тонкодисперстных частиц
SiOSiO2.

• Степень легирования кварцевого
ф MCVDстекла фтором MCVD методом

определяется конкуренцией двух
фф й фпроцессов: диффузией фтора в частицы

SiO2 и их спеканием.
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